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In this paper, we review the technical trends of diamond and gallium oxide (Ga2O3) 

semiconductor technologies among ultra-wide bandgap semiconductor technologies 

for harsh environments. Diamond exhibits some of the most extreme physical 

properties such as a wide bandgap, high breakdown field, high electron mobility, and 

high thermal conductivity, yet its practical use in harsh environments has been limited 

owing to its scarcity, expense, and small-sized substrate. In addition, the difficulty of n-

type doping through ion implantation into diamond is an obstacle to the normally-off

operation of transistors. Ga2O3 also has material properties such as a wide bandgap, 

high breakdown field, and high working temperature superior to that of silicon, gallium 

arsenide, gallium nitride, silicon carbide, and so on. In addition, Ga2O3 bulk crystal 

growth has developed dramatically. Although the bulk growth is still relatively 

immature, a 2-inch substrate can already be purchased, whereas 4- and 6-inch 

substrates are currently under development. Owing to the rapid development of Ga2O3

bulk and epitaxy growth, device results have quickly followed. We look briefly into 

diamond and Ga2O3 semiconductor devices and epitaxy results that can be applied to 

harsh environments.
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Ⅰ. 서론

20 과 업 에 생 게

꿔 도체 다. 도체

집 , 모리 , 마

등 어지 개 용 컴퓨 가 보 고 과

통신 신 어 보 계

가 고, 는 우리 생 에 리 잡고

는 스마트폰 도체가 없는 사

는 상상 없 만 미 우리 생 에 게

리 잡고 다. , AI, IoT 등 달 도

체 는 실 사 간에게 어 식주 같

재 고 도 과언 아니다.

1947 에 개 게 마늄(Ge) 도체는 1954

후 는 실리 (Si)에 도체 재 주 리

, ‘ 트 지스 에 용’ 는

만 남 채 도체 산업에 게 여 지 못 도체

재 역사에 었다. 1960 장 모

리 마 산업 심 실리 1

도체 재 고 다 , 1970 후 본격

연 개 루어지 고 고주 , 

야 담 갈 비 (GaAs), 듐 (InP) 

계열 III-V 2 도체 재 다. 

1990 경 청색 다 드 시 가시

실용 에 공 질 갈 (GaN) 계열 질

탄 규 (SiC) 재는 다 도체가 가지지 못 는

역 장 능과 고 / 고주

능 등 다양 용 가능 3 도체 재

가 다.

지만, 앞 열거 1~3 도체 재는 재료

계 여, 극고 압/고 /고압/고충격/

고 사 에 가지 상 재 는 스마트 그리

드, 철도 송, 빈, 산업용 모 , 

HEV/EV, 동차 엔진, 태양 , 재 탐지, 

원 탐사장비, 우주산업 등 경 건 미 는 극

경에 도체 용 어 다. (그

림 1)과 같 , 극 경용 도체는 1~3 도체

실리 도체보다 안

동 는 우 가진 UWBG 도체

, 다 아몬드(diamond) 도체, 산 갈 (Ga2O3) 

도체, 질 알루미늄(AlN) 도체 등 당 다.

(그림 1) 도체 에 드갭 특 실리

1.1eV 비 다 아몬드는 5.5eV, 산 갈

4.5eV 4~5 우 고, 복 계도 실리

0.3MV/cm 비 다 아몬드는 10MV/cm, 산 갈

8MV/cm 27~33 우 여 실리 도체

는 어 운 고 압/ 고 용 시스 용

가능 다. 도체 에 포 도 특 실리

1×10
7
cm/s에 비 다 아몬드는 2.5×10

7
cm/s, 산

갈 2×10
7
cm/s 2~2.5 우 여 실리

도체에 비 고 / 고주 특 얻 다. 

같 특 도체 용에 어

커 시 같 주변 여 시스

가격 다. 도체 에

�� =
��

2���



14  통신동향분석 33 6 2018년 12월

열 도도 특 실리 150W/m·K에 비 다 아

몬드는 2,000W/m·K, 산 갈 30W/m·K 0.2~13

고 동 도는 실리 150℃에 비 다

아몬드는 1,100℃, 산 갈 900℃ 6~7 우

여 실리 도체 는 어 운 극고 용 시스

용 가능 다.

극 경에 는 공 탐사 등에 사

용 는 도체 실리 도체

도체 용 고 , 고 내 사 등

극 경 열 모듈과 폐 , 차폐

도 등 사용 고 여 후장 (重厚長

大) 사용 고 는 실 다. 같

후장 경 단 (輕薄短小) 개

는 앞 도체 우 UWBG 

도체 개 다.

같 에 맞 어, 미 에 는 탐사

트 본격 진 고 사 경

탐사 스 릿 개 , 고 사 등

극 경에 각 지상

송 는 공 고 체 에 지 개

가 고 원 등 안 감시 사고

200℃ 상 고 과 10MGy 도 고

사능 경에 사용 는 에 용 극

경용 도체 개 에 차 가 고 다. , 미

NASA에 는 건 약 460℃, 94MPa에

동 가능 동 도 500℃ 상 탐사체용

에 연 도 진 다.

극 경용 도체 에 다 아몬드 도체

과 산 갈 도체 주 는 각각 게

가지 눌 는 , 다 아몬드 도체

경우는 경 어 움, n 도

재, 단가 , 산 갈 도체 경우는 p

도 재, 도, 낮 열 도도 다.

본고에 는 극 경용 도체 에 다 아

몬드 도체 과 산 갈 도체 심

주 연 개 동향 살펴보고 다.

Ⅱ. 극한 경용 반도체 술 동향

1.다 아몬드 반도체 술 동향

에 는 극 경용 도체 에 다 아몬드

도체 특징과 연 동향에 살펴보고

다.

다 아몬드는 보 가 는 언 도 없

, 리 특 에 고 / 고

우 재료 다. 다 아몬드 가운

가장 우 특 3차원 강 공 결

경도가 것 뛰어 열 도도, 드갭, 

동도가 매우 우 다. 러 우

특 가지고 지만 천연 다 아몬드는

도 매우 고가 고 귀 다. 과 들 없는 연

HTHP 장 1958 Eversole과 1968

Deryagin 실험 아 어에 여 HFCVD, 

MWCVD, HTCVD 다 아몬드

게 었다.

다 아몬드 결 장 단결 다 아몬드 장과 다

결 다 아몬드 장 , 단결 다 아몬드

장 동 상에 장시키는 모 에 시(homo-

epitaxy) 장과 상에 장시키는 헤 에

시(hetero-epitaxy) 장 다. 별

다결 다 아몬드 용 여 는 도

비 특 떨어지므 보다 특 우 고

용 는 단결 다 아몬드가

다. 모 에 시 장 경우는 결

단결 다 아몬드 장 Sumitomo Electric 社

심 진척 보 리어(carrier) 동도가
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가장 우 천연 다 아몬드보다도 우 특 갖

는다.

다 아몬드 도체 n p 도 가

(enhancement-mode) FET 

, p 도 (B) HTHP 에

께 도 는 사용 여 용 게 지만, n

도 n 도 원 (P) 질 (N)가 매우

다 아몬드 격 상 다 아몬드 격 사

에 재 어 에, 아직도 n 도 에

실 시 지 못 는 계가 , 

근에는 (S) 용 도 연 가 진 고 다.

n 도 에 어 도 원 용 거

주 등 공 연 고 본 등에

용 n SJ 도 지고 , 

용에 도 도 지는 아직 지는 계가

다.

(그림 2)는 지 지 다 아몬드 다 드

리 것 다. 각각 별 특

살펴보 , (a) 는 복 압 2.5kV, 복 계는

7MV/cm 상 [1], [2], 는 0.5A, 

도는 4.5kA/cm
2
[2] , 400℃ X- 경에

스가 안 특 얻었다. (b) 는 복

압 1.8kV[3], 복 계는 2.7MV/cm [4], 

는 20A[5], 도는 1kA/cm
2

상 , 

250℃ 경에 20ns 역 향 복 시간(trr) 특

얻었다. (c) 는 복 압 100V 상, 복

계는 3.4MV/cm [6], 는 0.1A , 

도는 60kA/cm
2

상[6] 특 얻었다. (d)

는 복 압 2.5kV[7], 복 계는 4.2MV/cm

[7], 는 0.1A , 도는

7.5kA/cm
2

상[8] 특 얻었다. (e) 는 복

압 10kV[9], 복 계는 3.4MV/cm[9], 는

0.1A 특 얻었 다 에 비

복 압 특 보 다.

본 산업 연 (AIST)에 는 다 아몬드

SBD 경우는 B(boron) 도 p
+

단결 다

아몬드(001) 에 p
-

동(drift) MWCVD

착 여 , 착 120 Torr 압 과

1,000℃ 도 건에 p
-

동(drift) 9μm

장시 다. 사 시험에 도 10MGy 지 동

었다[10]. 사 사 에는 누 가 약

100nA/cm
2

도 , 3MGy 사 사에는 역

향 압 약 70V 지는 사 사 과 누 가

거 변 가 없었 10MGy 사 사 후에는 역

향 압 약 30V에 약 10μA/cm
2

도

특 과 비 누 가 약 100 도 커지는 결

과 보 다. 다 아몬드 FET도 는 , HPHT 

연 다 아몬드(001) 에 p
-

동(drift) 

착 고 p
+

용 믹 통 드 극

과 스 극 고 쇼트키(Schottky) 게 트

여 다. 복 압 특 0.72MV/cm 결

과 보여 다 아몬드 계 값보다는 약 10

도 낮 특 고 사 특 도 10MGy 

사 사 과 후 비 비가 약

4 도 감 결과 다.
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지 지 다 아몬드 트 지스

는 (그림 3)에 볼 다. 각각 별 특

살펴보 , (a) 는 복 압 2.2kV, 복 계는

2.1MV/cm [10], 는 30mA, 

도는 250℃에 3mA/mm , 500℃ 10MGy X-

사 후에도 안 동 특 얻었다. (b)

는 복 압 600V 상[11], 복 계는 6MV/cm 

[12], 도는 1,450A/cm
2
[12] 특

얻었다. (c) 는 복 압 2kV[13], 복 계는

3.6MV/cm[14], 는 1.3A[15], 도

는 1.3A/mm[15], 진주 는 100GHz 상

특 얻었다. (d) 는 복 압 50V, 는

1mA, 채 (inversion) 통 가 모드 특

얻었다. (e) 는 복 압 50V, 는

1mA 특 얻었 앞 (a)~(d)는 FET 

비 여 (e)는 BJT 다.

본 다 과 NTT 심 다 아몬드

가공 개 연 , NTT에

는 4mm×4mm 단결 다 아몬드에 FET

(그림 4) 같 여 다. 특 살펴보

, 드 는 0.55A/mm , (그림 5) 같

RF 특 38GHz 차단주 (fT), 120GHz

진주 (fmax) 특 얻었다[16].

같 다 아몬드 FET에 RF 

/ (On/Off) 에 도 비 보
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았는 (그림 6)과 같 0.84W 모시 0.6℃

도 상승 보 , 는 GaAs FET에 비 1/50 

도 상승 차 (1/50) 효과 그

얻었다고 볼 다[16]. (그림 7) 다 아몬드

도체 FET 특 타내었다.

근에는 다 아몬드 막 장 DC-PACVD, 

HFCVD 등 사용 여 4 실리 에

결 다 아몬드(NCD) 막 착 , 

같 막 달 다 아몬드 막 용 여

다 아몬드 열 도도 특 GaN FET 에

상 열 용 는 연 가 진 고 다. 

미 연 (NRL)에 는 GaN FET 에

에 질 규 (SiN) 시베 (passivation layer)

후 750℃, CH4/H2 에 MWCVD

NCD 막 착 고 게 트 탈 NCD 

막 식각 는 공 거 후 게 트 여

에 열 가장 많 생 는 게 트에 도

NCD 막 도 다. 통 열 효

과 여 채 도 20% 낮 었고

특 도 향상 었다. 열 효 향상시키

열 도도 특 지 않 SiN 시베 없애

고 GaN FET 에 에 NCD 막 착 여

NCD 막 시베 열 역 동시

에 는 안 다[17]. NCD 막 없

는 FET 특 살펴보 , 2-DEG 동도는

1,220cm
2
/V·s , 533Ω/□ , 

14.6Ωmm 고, 는 0.38A/mm, 누 는

10μA/mm, 압 -3.07V, 복 압 615V

다. 에 NCD 막 는 FET 살펴

보 , 2-DEG 동도는 1,280cm
2
/V·s , 

478Ω/□ , 11.9Ωmm 고, 

는 0.445A/mm, 누 는 95μA/mm, 압

-3.36V, 복 압 805V 다. GaN-on-SiC 상

에 GaN HEMT 과 약 1μm 께 NCD 막

통 열 산 사 에 10~50nm 께 SiN 간

갖도 공 여 는 10GHz에 도

는 5.2W/mm 고 효 52% 다. NCD

통 열 개 효과는 NCD 막 없는 에 비

도 20% 향상 었 평균 채 도도

15~20℃ 감 다[18]. NCD가 없는 FET는 약

6W/mm 특 보 약 97℃ 도

가 어 3.61℃·mm/W 특 타내 NCD

가 는 FET는 약 6W/mm 특 보

약 74℃ 도가 고 약 9.5W/mm

특 보 약 78℃ 도가 고
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0.96℃·mm/W 특 타내어 NCD 막 에

특 실 보여주었다.

Xidian 에 는 GaN-on-SiC HEMT 

에 시베 SiN 에 1μm 께 다

아몬드 막 가 여 GaN HEMT 채 에

도 포 시뮬 여 비 는 , 드

압 30V 는 다 아몬드 막 52℃ 차 보

고 도 약 30% 가 다고

다. 아울러 다 아몬드 막 께 10μm 지

가시키 도 차 는 약 85℃ 차 보 고 다 아몬

드 막 께가 가 열량도 가 차

단주 진주 도 각각 29% 47% 가

다고 다[19].

2. 산 갈륨 반도체 술 동향

에 는 극 경용 도체 에 산 갈

도체 특징과 연 동향에 살펴보고

다. 

산 갈 도체 단결 재에 연 는 본에

FZ 용 1

결 도 우 지 않아 실용 단계에 지

못 고, 후 본 재료연 에 EFG 개

여 Tamura 社에 상업 에 공 다. 

재 Tamura 社에 는 계에 게 10
5
/cm

2

결 도 가지는 2 산 갈 도체

생산 여 계에 공 고 다. β-Ga2O3

결 Ga2O3 우 에 SnO2 우 는 SiO2 우

가 여 n
-

결 만든다[20]. 

Tamura 社에 산 갈 상업 에 공

후, 독 , 미 , 본 등 여러 곳에 EFG 보다 생

산 우 Czochralski 장 , 도가 우 FZ 

등 용 여 2 에 근 결 장 결과

다[21], [22].

드갭(Eg=4.8~5.3eV) 장 여 고 압

연 가 가장 게 진

, 산 갈 에 장 2000 후 본

심 다양 결과들 고 고, 2015

후 미 과 럽에 도 에 장 결과들 보고

시 다.

산 갈 에 장에 연 는 본 가장 주도

앞 가고 , 진 연 에 는 MBE, 

Mist-CVD, HVPE 장 등 여러 통 산

갈 재 장 에 연 가 진

고 다. 

MBE 장 게 산 갈 에 택시

어 도체 에

지 도달 결과 다.

Mist-CVD 장 비용 다양

장 , 장 에 웨 결 질 우

, 근에는 본 Flosfia 社에 Mist-CVD 

장 4 사 어 상에 장 헤 에

과 열특 단 극복 여 n

Ga2O3 과 n
+

Ga2O3 는 얇 채 만 리 트

- (lift-off) 고 Ti/Au 극에 사 고 Pt/Ti

/Au 극 여 SBD 다. SBD

- (on-resistance) 특 0.1mΩ·cm
2

SBD 

도체 가운 우 결과 다[23].

본 토 에 는 Mist-CVD 용 산

갈 에 장 고, 산 갈

재 용 UV 검 능 다. , 

산 갈 단결 용 β-Ga2O3 에 장

과 사 어 용 α-Ga2O3 에 장

보고 고, In/Al/Ga 원 용 드갭

엔지니어링 가능 에 장 에 연 지

진 고 다. 

HVPE 장 고 에 고 장에
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상 비용 다양 에

장 가능 , 빠 장 도 낮 지비 장

비 가격 여 후막 산 갈 에 장에 효과

것 다. 근 연 그룹에 HVPE 

장 통 1×10
14
/cm

3
도 지도 리어 도

가능 연 결과들 고 어 도체

에 낮 도 도 보 는 연 가

진척 보 고 다.

처럼 산 갈 UWBG 도체 단결 장과

에 택시 야는 본 심 단계

므 내에 도 산 갈 단결 에 재에

연 개 통 여 차 UWBG 도체

다.

산 갈 공 아직 지는 단

계 도가 낮다. SBD 경우, 본

Tamura 社에 2012 1.4μm n 동(drift) 

에 100V 복 압, 2mΩ·cm
2

- 1.7V

향 압(200A/cm
2

) 갖는 직 SBD 개

고, 2013 FZ 장시킨 UID 산 갈

용 SBD 개 여 150V 복 압과

4.3mΩ·cm
2

- 달 다. 

2016 본 NICT에 HVPE 용 여 주

(Sn) 도 n
+

β-Ga2O3(001) 에 웨 에

7μm 께 갖는 실리 도 n
-

Ga2O3

(001) 동 사용 고 Ti/Au 드 주 (Sn)

도 n
+

β-Ga2O3(001) 에 닥에 고

Pt/Ti/Au 애 드 n
-

Ga2O3(001) 동 에

300nm SiO2 용 여 드 트

갖도 여, 5.1mΩ·cm
2

- 과 1,076V

복 압 특 다[24]. 

2018 미 리다 에 는 Tamura 社

HVPE 용 여, 주 도 650μm β-

Ga2O3 에 2×10
16
/cm

3
도 장 20μm 께

β-Ga2O3 에 다시 10μm CMP 여 Ni(20nm)

/Au(80nm) 쇼트키(Schottky) 극 고 주

도 650μm β-Ga2O3 에 Ti(20nm)/Au(80nm)

드 극 여 결과, 0.25mΩ·cm
2

- 과 복 압 2,300V 고 연 결과

다. 복 계는 1.15MV/cm 능지

(power figure of merit)는 약 21.2MW·cm
2

평가

었다[25].

본 향후 2~3 내에 산 갈 SBD 양산 목

고 FET 상 도

가 낮 편 다. MESFET 경우 2012 마그

(Mg)-도 연 β-Ga2O3 (010) 상에 주

(Sn)-도 300nm 께 n
-

Ga2O3 채 에

Ti(20nm)/Au(230nm) 용 여 드 극과 스

극 고 Pt(15nm)/Ti(5nm)/Au(250nm)

용 여 게 트 극 여 드 극과 스

극 사 거리 20μm, 게 트 4μm, 드 극

직경 200μm 결과, 게 트 압 +2V, 드

압 40V에 15mA 얻었고, 트 스컨 스는

1.4mS, 비는 약 5×10
3
, 복 압 257V

FET 다[26].

2013 본 NICT, Tamura 社, Koha 社에 는 주

도 채 에 산 알루미늄(Al2O3) 게 트 연막

사용 MOSFET 복 압 370V, 10
10

/

비 고, 동 도에 철(Fe) 도

연 Ga2O3(010) 에 3×10
19
/cm

3
도 실리

주 공 300nm 께 n
-

Ga2O3 채

고 스 드 믹 3×

10
19
/cm

3
도 실리 150nm 주

고 20nm Al2O3 마 통 ALD 후 게 트

여 다. 후 특 결과

415V 복 압 가지 250℃ 고 에 도 동

는 MOSFET 다[27].
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본 NICT에 는 철(Fe)-도 β-Ga2O3 연

에 Si
+

주 채 과 스, 드 에 n
+

주 극 갖는 용 고, 복 압

향상 드 트 게 트 갖는 750V 

MOSFET 다. 특 고 특

상 (25℃)에 비가 약 10
9
에 300℃ 고

에 도 약 10
3

도 지 고 어 산 갈

MOSFET 고 에 안 특 보 다[28].

근에는 미 공 연 등에

가 모드 동 는 MOSFET 다. 가

모드는 안 동 과 시스 간편 안

매우 다. 게 트 극 아 채

얇게 장 거 게 여 n 채 게

공 시 만든다[29]. Purdue 에 는 50~150nm 

께 - 브 용 여 공 모드 가 모

드 도 개 연 여 비가 약

10
10
, 트 스컨 스가 약 3mS/mm, 0.6A/mm 우

결과 다[30].

러 는 달리 본 NICT에 는 1.2μm 께

UID 채 용 여 창 실리 MOSFET 

사 개 가 모드에 연 도 진 고

다. 뿐만 아니 미 NRL에 는 산 늄(HfO2) 게

트 연막 용 MOSFET 연 고 다.

산 갈 역 드갭 극 경에 내

경 특 우 장 가진다. 미 리다

과 NRL에 는 β-Ga2O3 검 에 5MeV 양

(proton) 고에 지 도 (dose)에 향

사 , 미 리다 과 Tamura 社에 는

쇼트키 다 드에 1.5MeV 사 향

다[31]. 1.8×10
15
/cm

2
도 사 경

우 누 - (turn-on) 압 변 가 거 없

었 , 사 는 도 1.4×10
16
/cm

2
상

가시키 계 압 가 감 가

어났다[25].

내 경우 산 갈 연 진 거 없

, 2016 에 는 연

, 183V 복 압과 - 1.3mΩ·cm
2

도 갖

는 SBD 결과 다. 특 2017 산업 지원

략 심 재 개 사업 통 여 α-

Ga2O3 β-Ga2O3 에 재 개 과 께 용

1,000V SBD FET 개 고

다. 에 장 앞 언 Mist-CVD, MBE, 
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HVPE 3가지 연 개 , 에 장

도 개 다. 

2018 ETRI에 는 내 철(Fe) 도

연 상에 β-Ga2O3가 에 장 10mm×

15mm 각 웨 사용 여 (그림 8)과 같

β-Ga2O3 MESFET과 β-Ga2O3 MOSFET 개 여 그

결과 2018 재료 계 에

다[32]. (그림 9) 같 도는 10~13mA/mm 

도 , 는 보 계 장비 계 200V에

도 안 동 여 복 압 200V 상

단 다.

Ⅲ. 결론

본 고에 는 극 경용 도체 에 다 아

몬드 도체 과 산 갈 도체 심

주 , 에 , 에 연 동향과

개 살펴보았다.

극 경용 도체는 UWBG 도체

여, 실리 도체 등 시

스 에 비 고 동 가능 사능 도

갖고 쿨링 시스 없거

시스 고 고 압 고

동 가능 특징 갖는다. 

극 경용 도체 에 다 아몬드 도체

재료 특 상 십 연 역사에 비 비

고 지 연 개 통

에 과 다 아몬드 통 경

계 가격 극복 고, n 도

개 는 시 에는 다 아몬드 도체 시장

매우 폭 가 것 다. 산 갈 도체

다 아몬드 도체 연 개 역사에 비 매우 짧지

만 빠 연 개 결과 들 쏟아지고 는 상 다. 

아직 지 결 야 p 도 , 도, 열

도도 개 시키는 등에 연 가 지

것도 사실 다. 산 갈 도체 WBG 

도체 탄 규 는 질 갈 도체 에 비

6~8 경우 SiC 비 약 1/10, GaN 비 약

1/100 다. 고 질 가 산 갈

도체 용 경우 고효 , 고신뢰 특 갖는

고 능 모듈 시스 고 값싸게 만들 다. 

같 특 들 여 다 아몬드 도체

고가 지만 고 능 는 극 경 시장에 용

, 시장 는 고 스마트 그리드

(smart grid), 철도 송, 빈, , 산업용 모

, HEV/EV 등에 용 가능 다. 효과 열

용 결 다 아몬드 캡 고

산업용 모 , HEV/EV, 태양 , 통신

시스 등에 용 가능 다. 비 게

가능 산 갈 도체 가격· 산업용

모 , 태양 , 통신 시스 등에 용 가

능 다.

, 향후 극 경용 도체 에 체계

고 지 연 개 , 경쟁

보 고 당 거 시장 다.
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약어 리

AI Artificial Intelligence

BJT Bipolar Junction Transistor

CMP Chemical Mechanical Polishing

DC-PACVD Direct Current Plasma Assisted Chemical 

Vapor Deposition

EFG Edge-defined Film Growth

EV Electric Vehicle

FET Field Effect Transistor

FZ Floating Zone

HEMT High Electron Mobility Transistor

HEV Hybrid Electric Vehicle

HFCVD Hot Filament Chemical Vapor Deposition

HTCVD High-Temperature Chemical Vapor 

Deposition

HTHP High-Temperature and High-Pressure

HVPE Hydride Vapor Phase Epitaxy

IoT Internet of Things

UWBG Ultra-Wide Band Gap

MBE Molecular Beam Epitaxy

Mist-CVD Mist Chemical Vapor Deposition

MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect 

Transistor

MWCVD Microwave Plasma Chemical Vapor 

Deposition

NASA National Aeronautics and Space Admin-

istration

NCD Nano-Crystalline Diamond

NICT National Institute of Information and 

Communication Technology

NRL Naval Research Lab.

SBD Schottky Barrier Diode

SJ Shallow Junction

UID Unintentionally Doped

UV Ultra-Violet

WBG Wide Bandgap
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